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【手続補正書】
【提出日】平成20年10月23日(2008.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層、ゲート絶縁層である第１の絶縁層及びゲート電極である第１の導電層を含む
トランジスタと、
　前記トランジスタ上の第２の絶縁層と、
　前記第２の絶縁層の開口部を介して前記半導体層の不純物領域に電気的に接続された第
２の導電層と、
　前記第２の導電層上に設けられ、前記第２の導電層に電気的に接続された有機化合物を
含む層と、
　前記有機化合物を含む層上に設けられ、前記有機化合物を含む層に電気的に接続された
第３の導電層と、
　アンテナとして機能する第４の導電層と、を有し、
　前記第４の導電層は、前記第１の導電層、前記第２の導電層及び前記第３の導電層の少
なくとも１つと同じ層に設けられ、
　前記トランジスタ、前記第２の絶縁層、前記第２の導電層、前記有機化合物を含む層、
前記第３の導電層及び前記第４の導電層は、同じ基板上に設けられていることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第２の導電層と前記有機化合物を含む層の間に、第３の絶縁層と第５の導電層が設
けられ、
　前記第５の導電層は、前記第３の絶縁層の開口部を介して、前記第２の導電層に電気的
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に接続され、
　前記有機化合物を含む層は、前記第５の導電層を介して、前記第２の導電層に電気的に
接続されることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記第２の絶縁層と前記有機化合物を含む層の間に、第３の絶縁層が設けられ、
　前記有機化合物を含む層は、前記第３の絶縁層の開口部を介して、前記第２の導電層に
電気的に接続されることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記第２の絶縁層と前記有機化合物を含む層の間に、第３の絶縁層、第５の導電層およ
び第４の絶縁層が設けられ、
　前記第５の導電層は、前記第３の絶縁層の開口部を介して、前記第２の導電層に電気的
に接続され
　前記有機化合物を含む層は、前記第４の絶縁層の開口部を介して、前記第５の導電層に
電気的に接続されることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記トランジスタから構成される整流回路、変調回路、復調回路、クロック生成回路及
び符号化回路から選択された少なくとも１つを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記アンテナから供給される交流の電気信号を基に電源電位を生成する整流回路を有し
、前記整流回路は前記トランジスタを含むことを特徴とする半導体装置。
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